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GaInN 系コアシェル型ナノワイヤ LED は、c 軸方向に伸びる柱状 n-GaN コア結晶の周りに   

シェル状に形成した発光層、p-GaN 層からなる構造をしている。ナノワイヤ結晶由来の無転位性、

及び、柱状コア結晶の側面（無極性面）の活用により、高性能な発光デバイスが期待できる。 

コアシェル型ナノワイヤのシェル結晶を均一膜厚で成長させるには、c 面、及び、無極性 m 面

の両方を均一速度で成長させる必要があるが、現状、ナノワイヤトップ部のシェル結晶は、ｃ面

の成長速度が遅いため十分な膜厚が稼げず、その結果、コアシェル型ナノワイヤに電流注入する

と、ナノワイヤトップ部から電流リークが発生していた。 

本報告では、GaInN 系コアシェル型ナノワイヤ LED の p-GaN シェルに関し、シェル結晶の均一

膜厚成長、及び、電流リークの抑制について述べる。また、3 次元アトムプローブを用いた p-GaN

シェル中の Mg 濃度の定量評価についても報告する。 
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図 1 ナノワイヤ LED 断面模式図 図 2 3 次元アトムプローブによる Mg 濃度評価 
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